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Цель работы: исследовать входную и выходную цепи согласования мощного транзисторного генератора на биполярном транзисторе.

Оборудование: программный пакет на ПК. В данной работе исследуется схема, приведённая на рис.1.
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Рис.1.

Ход работы: исследуем зависимость КПД и коэффициента фильтрации П-цепи, приведённой на рис.2.
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Преобразование сопротивления RП в RН для П-контура.

Рис.2.

Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	
	Ro, Ом
	10
	8
	6
	4
	2
	1
	0,5

	
	Q1
	0,45
	0,71
	1
	1,41
	2,24
	3,32
	4,8

	
	Fn
	0,077
	0,016
	0,0056
	0,0022
	0,00071
	0,0003
	0,00014

	f=300МГц, QL3=70
	КПД, %
	97
	96
	95
	94
	91
	87
	83

	
	L3, нГ
	12,98
	12,73
	11,8
	10,2
	7,57
	5,47
	3,91

	
	С1, пФ
	19,77
	31,26
	44,21
	62,52
	98,86
	146,63
	212,02

	
	С2, пФ
	21,22
	24,31
	28,73
	35,98
	51,98
	74,27
	105,57

	
	С1/С2
	0,93
	1,29
	1,54
	1,74
	1,9
	1,97
	2,01

	f=430МГц, QL3=40
	КПД, %
	94
	93
	92
	89
	85
	79
	73

	
	L3, нГ
	9,06
	8,88
	8,23
	7,11
	5,28
	3,82
	2,73

	
	С1, пФ
	13,79
	21,81
	30,84
	43,62
	68,97
	102,3
	147,92

	
	С2, пФ
	14,81
	16,96
	25,05
	25,1
	36,26
	51,82
	73,65

	
	С1/С2
	0,93
	1,29
	1,23
	1,74
	1,9
	1,97
	2,01
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Графики зависимостей представлены на рис.3 – 7.
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Рис.3.
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Рис.4.
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Рис.5.
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Рис.6.
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Рис.7.

Исследуем зависимости КПД и Fn от параметра h=L3’/L3’’ для П-контура с улучшенным коэффициентом фильтрации (рис.8).
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Рис.8.

Результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2.

	
	h
	0,1
	0,5
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Fn
	0,00024
	0,00013
	0,00007
	0,00003
	0,00002
	0,00001
	0,00001

	f=300МГц, QL3=70
	КПД, %
	86
	82
	77
	69
	63
	58
	53

	
	L3, нГ
	6,02
	8,21
	10,95
	16,42
	21,89
	27,37
	32,84

	
	С3, пФ
	467,49
	68,56
	25,71
	8,57
	4,29
	2,57
	1,71

	
	С1, пФ
	146,63
	146,63
	146,63
	146,63
	146,63
	146,63
	146,63

	
	С2, пФ
	74,27
	74,27
	74,27
	74,27
	74,27
	74,27
	74,27

	
	С1/С2
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	f=430МГц, QL3=40
	КПД, %
	78
	72
	66
	56
	49
	44
	39

	
	L3, нГ
	4,2
	5,73
	7,64
	11,46
	15,27
	19,09
	22,91

	
	С3, пФ
	326,15
	47,84
	17,94
	5,98
	2,99
	1,79
	1,2

	
	С1, пФ
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3
	102,3

	
	С2, пФ
	51,82
	51,82
	51,82
	51,82
	51,82
	51,82
	51,82

	
	С1/С2
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97


Графики зависимостей представлены на рис.9 – 14.
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Рис.9.
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Рис.10.
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Рис.11.
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Рис.12.
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Рис.13.
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Рис.14.

Исследуем зависимость КПД входной цепи согласования, а также её коэффициента фильтрации от первичной добротности. Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3.

	
	Ro, Ом
	13
	24
	36
	48
	60
	72
	84

	
	Q1
	0,29
	1
	1,41
	1,73
	2
	2,24
	2,45

	
	Fn
	0,08243
	0,16078
	0,18974
	0,20444
	0,21336
	0,21936
	0,22367

	f=300МГц, QL3=70
	КПД, %
	97
	96
	95
	95
	94
	94
	93

	
	L2, нГ
	2,91
	4,21
	5,28
	6,16
	6,94
	7,63
	8,27

	
	С1, пФ
	153,15
	44,21
	31,26
	25,52
	22,1
	19,77
	18,05

	
	С3, пФ
	62,73
	36,38
	28,04
	23,66
	20,86
	18,86
	17,35

	
	С1/С3
	2,44
	1,22
	1,11
	1,08
	1,06
	1,05
	1,04

	f=430МГц, QL3=40
	КПД, %
	96
	94
	92
	91
	90
	89
	89

	
	L2, нГ
	2,03
	2,94
	3,68
	4,3
	4,84
	5,33
	5,77

	
	С1, пФ
	106,85
	30,84
	21,81
	17,81
	15,42
	13,79
	12,59

	
	С3, пФ
	43,76
	25,38
	19,56
	16,51
	14,55
	13,16
	12,1

	
	С1/С3
	2,44
	1,22
	1,12
	1,08
	1,06
	1,05
	1,04
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Графики зависимостей представлены на рис.15 – 19.
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Рис.15.
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Рис.16.
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Рис.17.
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Рис.18.
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Рис.19.

Выводы: как видно из Рис.6 и 7, при увеличении сопротивления R0 возрастает КПД, но ухудшаются фильтрующие свойства (коэффициент Fn возрастает) П-образной цепи. КПД цепи на частоте 430 МГц ниже, чем на 300 МГц. Как видно из рис.13 и 14, при увеличении h=L3’/L3’’ улучшаются фильтрующие свойства П-контура с улучшенным коэффициентом фильтрации, но падает КПД. Его коэффициент Fn значительно ниже, чем в предыдущей схеме, т.е. его фильтрующие свойства лучше, даже при одинаковом значении КПД. Как видно из рис.18 и 19, КПД входной цепи согласования, а также её фильтрующие свойства ухудшаются при увеличении сопротивления R0.
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